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摘要(译)

本发明提供一种具有驱动电压比较低的结构的发光元件和驱动电压随时
间升高少的发光元件。另外，本发明提供一种驱动电压和驱动电压随时
间升高小并且可耐长期使用的显示器件。发光元件中接触电极的层是含
P-型半导体的层或空穴发生层，例如，含具有电子接受性质的材料的有
机化合物层。发光层被夹在空穴发生层之间，并且电子发生层被夹在发
光层与阳极侧空穴发生层之间。
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